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1.2. LITOGRAFÍA
-Polímeros para litografía óptica y de haz de electrones.

-Litografía Óptica.

-Litografía de haz de electrones.

-Otros métodos litográficos.



En el proceso de LITOGRAFÍA hay que RECUBRIR la oblea 

con una RESINA sensible a radiación (luz o haz de electrones)

(1) La resina expuesta se 
ablandará-dañará (+) o se 
endurecerá-estabilizará (-) en las 
zonas expuestas a la radiación 
utilizada en el proceso litográfico.

(2) Se elimina la fotoresina no 
polimerizada con el disolvente 
orgánico adecuado.

(3) El siguiente paso del procesado sería el ATAQUE del 
substrato por métodos químicos o físicos (Apartado 1.3).

LITOGRAFÍA fotoresinas

POSITIVA NEGATIVA



LITOGRAFÍA fotoresinas

Positiva
-Las regiones expuestas resultan más solubles y se eliminan en el proceso de revelado (en fotolitografía se transfiere el 
“motivo” grabado en la máscara.
-Tienen 3 componentes: 

(1) Compuesto fotosensible, que es soluble en el compuesto utilizado para el revelado, después de absorber 
radiación y cambiar su estructura química.
(2) Resina base (adherencia al substrato).
(3) Solvente orgánico para mantener la resina en forma líquida y manejable. La densidad, junto con la 
velocidad de rotación del spinner, determinarán el espesor deseado para la capa (el espesor es necesario para 
determinar la dosis de radiación).

Negativa
-Las regiones expuestas resultan menos solubles (en fotoligrafía se transfiere el negativo del “motivo” grabado en la 
máscara).
-Las resinas negativas son polímeros (en solventes orgánicos adecuados: hidrocarburos) combinados con un compuesto 
fotosensible. La absorción de luz se transforma en energía química para iniciar la reacción de polimerización (encadenado 
de las moléculas en todas las direcciones), lo que la hace insoluble en el revelador.

Oblea:

(1) Precalentado (200-250 ºC) 20 min

(2) Spinning (< 12000 rpm)

(3) Recalentado (90-100 ºC) 20-30 min
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ET se conoce como sensibilidad
E1 es la energía obtenida dibujando la tangente a ET para 
alcanzar el 100% del espesor de la resina.
• La sensibilidad se define como la energía requerida para 
producir la solubilidad completa de la resina en la región 
expuesta

Se puede definir el factor 

Un mayor valor de γ implica que existe una mayor 
solubilidad de la resina para un aumento pequeño de la 
energía de exposición, lo que resulta en bordes más abruptos.
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LITOGRAFÍA fotoresinas

FOTORESINA + DQN

Es la resina + más popular para fotolitografía a 365 y 400 nm (líneas del mercurio).
•N (Novolak) es la resina base
•DQ (Diazoquinone) es el elemento fotosensible

•Hay que ajustar el solvente para tener la viscosidad adecuada (proceso de spinning)

DQ (Diazoquinone) + LUZ

N (Novolak)
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FOTORESINA + Poli (metil metacrilato) o PMMA

La luz produce una escisión de la molécula

Se puede conseguir una gran resolución con UV, rayos-X y haces de electrones.
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FOTORESINA - Bis(aryl)aziderubber

– Poliisopreno cíclico (elastómero – goma)
Actúa como material substrato no fotosensible

–Bis(aryl)azideABC
Actúa como agente fotosensible que permite el entrelazado de la 
resina en las tres direcciones.

entrelazado del poliisopreno Ejercicio:
Encontrar la nomenclatura 
espeañola para el 
“Bis(aryl)aziderubber”, así
como información relativa a la 
reacción “fotosensible”.
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Ejercicio:
Encontrar información sobre el parámetro “pinhole count”. Significado y origen.
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SPINNING

Sujeción y dispensación
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SPINNING

Ejercicio:
Demostrar la expresión para la anchura de la 
resina en función de su viscosidad y velocidad de 
giro del substrato.
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REVELADO
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•Fotoresinas gruesas capaces de alta resolución.

SU-8 Pueden depositarse capas de hasta 500 μm

– Excelente sensitibilidad
– Alta resolución 
– Buena estabilidad térmica y química 
– 365, 436 nm UV light, haz de electrones y 
rayos-X




